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 Для практичного застосування в сучасній електроніці необхідні конденсаторні мате-
ріали з високими значеннями величини діелектричної проникності (  10000) та її висо-
кою температурною стабільністю. Одним з напрямків створення конденсаторних матері-
алів з такими параметрами є використання ізовалентних твердих розчинів на основі ти-
танату барію BaTi4+O3–BaM4+O3 (де М — Sn4+, Zr4+). Необхідною умовою досягнення ви-
сокої величини діелектричної проникності є положення точки Кюрі ізовалентних твердих 
розчинів поблизу кімнатної температури, але при цьому  має невисоку температурну 
стабільність. Крім того, ізовалентні тверді розчини на основі титанату барію мають високу 
температуру спікання (1400°С). Для вирішення даних проблем перспективним є дода-
вання додаткових сполук, які забезпечують високу температурну стабільність конденса-
торних матеріалів.  
 Метою даної роботи був пошук додаткових сполук та визначення їх концентрацій для 
створення термостабільних конденсаторних матеріалів з колосальною величиною діеле-
ктричної проникності (  10000) при низьких температурах спікання.  
 Був проведений синтез ізовалентних твердих розчинів BaTi1−xSnxTiO3, де х=0,09–0,15, 
в яких положення точки Кюрі знаходиться поблизу кімнатної температури. Додатково 
вводилися сполуки оксидів рідкоземельних елементів (Nb2O5, Nd2O3). Встановлено, що в 
ізовалентних твердих розчинах даного складу при додатковому введенні сполук оксидів 
рідкоземельних елементів з вмістом 1 мас. % спостерігається розмиття фазового переходу 
і, як наслідок, згладжування температурної залежності діелектричної проникності при 
значеннях 20°С16000–18000, а діелектричні втрати tgδ ~ 2–3.10−2 (на частоті 1 МГц). 
 Щоб забезпечити утворення конденсаторних матеріалів з колосальною величиною 
діелектричної проникності при низьких температурах спікання, додатково вводилася 
сполука титанату цинку, яка утворювала плавкі фази з основною речовиною і мінімально 
впливала на термостабільність матеріалів і на величину діелектричної проникності. 
Встановлено, що при введенні титанату цинку в кількості 2 мас.% температура спікання 
ізовалентних твердих розчинів титанату барію знижується на 200°С. 
 Отримані експериментальні дані вказують на значний потенціал твердих розчинів 
BaTi4+O3–BaM4+O3 (де М — Sn4+, Zr4+) для створення термостабільних конденсаторних 
матеріалів з колосальною величиною діелектричної проникності, низькими діелектрич-
ними втратами, в яких спостерігається розмиття фазового переходу і, як наслідок, згла-
джування температурної залежності діелектричної проникності. Такі матеріали будуть 
характеризуватися невисокою вартістю вихідних реаґентів та простою технологією 
отримання, що дозволить ефективно вирішувати питання мініатюризації сучасної елект-
ронної апаратури. 
 Роботу виконано за фінансової підтримки науково-дослідної програми Національної 
академії наук України «Фундаментальні питання створення нових наноматеріалів і нано-
технологій» (Нові наноматеріали). 
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